Einfihrung 1

* Ultrahochvakuumtechnologie (UHV)
« Aufdampfen und Molekularstrahlepitaxie
* Grundlagen der Teilchenoptik und Spektroskopie

* Chemische Analyse:

. Auger-Elektronenspektroskopie (AES)
. Mikrosonde (EDX)
. Sekundarionenmassenspektroskopie (SIMS)
. Rutherford Rickstreuung (RBS)
* Morphologie und Struktur der Oberflachen
. Relaxation, Rekonstruktion und Defekte
. Niederenergetische Elektronenbeugung (LEED)
. Refektion hochenergetisch gebeugter Elektronen (RHEED)
. Hochaufldsende Rontgenbeugung
. Rontgenreflexion
. Photoemission (UPS, XPS)
. Rasterelektronenmikroskopie (SEM)
. Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskopie (STM und AFM)
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Einfihrung 2

» Optische Mel3methoden:

. Absorption-, Reflexions- und Transmissionsmessungen
. Ellipsometrie

. Photo- und Kathodolumineszenz

. IR- und Ramanspektroskopie

» Elektronische Mel3methoden:

. Hall-Effektmessung

. Schubnikov-de-Haas Oszillationen und Quantum-Hall-Effekt
. Kapazitats-Spannungsmessung (CV)

. Tiefe Storstellenspektroskopie (DLTS)

Die Vorlesung gibt einen Uberblick tiber die experimentellen MeRmethoden der
Oberflachen-, Festkdrper- und Halbleiterphysik. Die Zusammenhange flr das
Verstandnis werden so dargestellt, dass sie auch Studenten ohne spezielle
Ausbildung in Quantenmechanik in ihren Grundzigen verstehen kdnnen.
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